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Діод Ріда( C.Зі 10.2)
Через сильну залежність коефіцієнтів ударної іонізації від напруженості електричного поля область лавинного помноження сильно локалізована, тобто практично весь процес помноження носіїв відбувається в вузькому шарі високого поля від 0 да xA , де xA- ширина області помноження. 
Падіння напруги на області помноження- VA.
Оптимальна густина струму і максимальний ККД лавинно-пролітних діодів сильно залежать як від xA, так і від VA.
Шар поза областю помноження (xA≤x≤W) називається областю дрейфа. 
Розподіл домішок (а), напруженості електричного поля (б) і ефективного коефіцієнта іонізації (в) при пробої в p+-n-i-n+ - діоді Рида.
Умова лавинного пробою:
де n і p - коефіцієнти ударної іонізації електронів і дірок відповідно і W – ширина збідненої області. 
Ефективний коефіцієнт ударної іонізації:
n+-p-i-p+
p+-n-i-n+
В діоді Ріда область лавинного помноження розміщена на одному кінці відносно високоомного шару, що служить дрейфовим пролітним простором для генерованих носіїв заряду.
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i область лавинного помноження симетрична по відношенню до точки x=0. 
У випадку кремнієвого діода з симетричним різким p-n переходом область помноження розміщена поблизу центра збідненої області. Невелика асиметрія коефіцієнту ударної іонізації по відношенню до точки, в якій напруженість електричного поля максимальна, повязана з тим, що в кремнії n і p сильно різняться. Якщо n  p , як це має місце в GaP, ефективний коефіцієнт іонізації
Існують два граничні випадки розподілу домішки в діоді Ріда.
1. Якщо відсутня область з концентрацією домішки N2, то маємо різкий p+-n перехід.
2. Якщо відсітня область з концентрацією N1, то діод Ріда вироджується в p-i-n діод (діод Місави).
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